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３３μＡ静态电流无片外电容的 ＣＭＯＳ低压差线性稳压器
王　忆　 崔传荣 　巩文超　 何乐年

（浙江大学超大规模集成电路设计研究所，杭州 ３１００２７）

摘要：设计了一种用于片上系统的无片外电容的ＣＭＯＳ低压差线性稳压器（ＬＤＯ），其输出电压为３３Ｖ，最大输
出电流为１００ｍＡ．该设计可以有效地减少芯片引脚和电路板面积．通过在传统结构上使用动态摆率增强电路和
嵌套式米勒补偿技术，ＬＤＯ在线性和负载响应过程中都有很强的稳定性．当输出电流从１００ｍＡ减小到１ｍＡ
时，过冲电压被限制在５５０ｍＶ以内，稳定时间小于５０μｓ．由于采用了３０ｎＡ的电流基准，本设计的静态功耗仅
为３３μＡ．通过ＣＳＭＣ公司０５μｍＣＭＯＳ工艺进行设计并流片验证，芯片测试结果与仿真结果吻合．
关键词：低压差线性稳压器；无片外电容；摆率增强电路；嵌套式米勒补偿
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